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3节/4节锂离子/锂聚合物电池用保护IC 

特点 

 高精度电压检测功能 
   -过充电检测电压: ±25mV 
   -过放电检测电压: ±80mV 
   -放电过电流检测电压: ±25mV 

 放电过电流检测电压 
 高耐受电压 

   -绝对最大额定电压: 40V (VDD – VSS) 
 低消耗电流 

   -工作时: 9μA (典型值) 
   -休眠时: 0.1μA (最大值) 

 3 段放电过电流检测功能 
 封装型式： 

   -TSSOP-16L 

概要 

    NT1775系列是为3节/4节锂离子/锂聚合物电池所

设计的保护IC，对于过充电、过放电、3段放电过电流的

检测，具有高精确度。 
    如果上述任何异常情况的发生，NT1775将会驱动外

部MOSFET来关闭电流路径以保护电池。 
    当过放电保护时，NT1775会进入省电模式，减少电

流消耗。 
    NT1775采用小封装TSSOP-16管脚，特别适合于便

携式设备的电池组。 

应用 
 锂离子可充电电池组 
 锂聚合物可充电电池组 

标准应用电路 

 
这些设备具有有限的内置的 ESD 保护。该引线必须短接在一起，或器件存储或处理期间放置在导电泡棉，
防止对静电损坏 MOS 闸极。
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方框图 
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封装与管脚定义 
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管脚编号 符号 说明 

1 COP 充电控制用 FET 门极连接端子 (N 沟道开路漏极输出) 

2 VMP VC1–VMP 间的电压检测端子 (负载短路检测端子) 

3 DOP 放电控制用 FET 门极连接端子 (CMOS 输出) 

4 VINI VSS–VINI 间的电压检测端子 (过电流 1、2 检测端子) 

5 CDT 过放电检测延迟、过电流检测 1 延迟用的电容连接端子 

6 CCT 过充电检测延迟用的电容连接端子 

7 VSS 负电源输入端子、电池 4 的负电压连接端子 

8 NC 无连接 

9 NC 无连接 

10 SEL 3 节串联/4 节串联的切换端子 
VSS 电位：3 节串联，VDD 电位：4 节串联 

11 CTL 

充电用 FET 以及放电用 FET 的控制端子 
CTL 管脚 COP 管脚 DOP 管脚 
高电位 Hi-Z VDD 

浮接 Hi-Z VDD 
低电位 正常状态 正常状态 

 

12 VC4 电池 3 的负电压、电池 4 的正电压连接端子 

13 VC3 电池 2 的负电压、电池 3 的正电压连接端子 

14 VC2 电池 1 的负电压、电池 2 的正电压连接端子 

15 VC1 电池 1 的正电压连接端子 

16 VDD 正电源输入端子 

TSSOP-16L
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订购信息 

NT1775-XXX XX 

 
 
 
 
 

产品版本 

产品名 版本码 封装 
过充电 
检测电压 

(VOV) 

过充电 
解除电压 
(VREL1) 

过放电 
检测电压 

(VOD) 

过放电 
解除电压 
(VREL2) 

放电过电流 
检测电压 1 

(VDOC1) 

0V 电池 
充电功能

NT1775 LNG Q1 4.225V 4.075V 2.4V 3.0V 0.20V 允许 
NT1775 AAN Q1 4.250V 4.150V 2.5V 3.0V 0.10V 允许 
NT1775 AAV Q1 4.250V 4.150V 2.7V 3.0V 0.20V 允许 

NT1775 JPM Q1 4.275V 4.075V 2.3V 2.7V 0.13V 允许 

NT1775 GNG Q1 4.300V 4.150V 2.4V 3.0V 0.20V 允许 
NT1775 ENK Q1 4.350V 4.150V 2.4V 3.0V 0.15V 允许 
NT1775 DNX Q1 4.400V 4.200V 2.4V 3.0V 0.17V 允许 

备注: 如需上述检测电压值以外的产品，请致电本公司业务窗口 

封装型式 
 Q1: TSSOP-16L 
 

版本码 
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标记规格 

 

            

NT1775-(1)(2)(3)
(4)(5)(6)(7)

16-Pin TSSOP
Top view

 
 
  
 
 
 

产品名称 版本码: (1)(2)(3) 版本码 

NT1775-LNG LNG LN 
NT1775-AAN AAN 10 
NT1775-AAV AAV 11 
NT1775-JPM JPM JP 
NT1775-GNG GNG GN 
NT1775-ENK ENK EN 
NT1775-DNX DNX DN 

 
 
 

(1)(2)(3)   : 版本码 

(4)(5)(6)(7) : 批号 
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绝对最大额定值 
                                         (除特殊注明以外: Ta = 25°C) 

符号 项目/适用端子 范围 单位

VDS VDD–VSS间输入电压 VSS – 0.3  ~  VSS + 40 V 

VIN 

各输入端子对地电压 
(VC1-GND), (VC2-GND), (VC3-GND) VSS – 0.3  ~  VDD + 0.3 V 

各输入端子间电压 
(VC1-VC2), (VC2-VC3), (VC3-VC4), (VC4-GND) VSS – 0.3  ~  VSS + 8.0 V 

CTL和SEL输入端子电压 VSS – 0.3  ~  VDD + 0.3 V 

CCT、CDT和VINI输入端子电压 VSS – 0.3  ~  VSS + 8.0 V 

VVMP VMP输入端子电压 VSS – 0.3  ~  VSS + 40 V 

VCO COP输出端子电压 VSS – 0.3  ~  VSS + 40 V 

VDO DOP输出端子电压 VSS – 0.3  ~  VDD + 0.3 V 

PD 容许功耗 400 mV 

TOPT 工作环境温度 -40 ~ +85 °C 

TSTG 保存温度 -40 ~ +125 °C 

注意: 超过「绝对最大额定值」的应用，可能会造成器件的永久性损伤 
 
电气特性 
 (除特殊注明以外: Ta = 25 °C) 

符号 项目 条件 最小值 典型值 最大值 单位

检测电压 

VOV 过充电检测电压 － 
VOV  

-0.025 
VOV 

VOV 
+0.025 

V 

VREL1 过充电解除电压 － 
VREL1 
-0.050 

VREL1 
VREL1 

+0.050 
V 

VOD 过放电检测电压 － 
VOD 

-0.080 
VOD 

VOD 
+0.080 

V 

VREL2 过放电解除电压 － 
VREL2 
-0.100 

VREL2 
VREL2 

+0.100 
V 

VDOC1 放电过电流检测电压 1 － 
VDOC1 
-0.025 

VDOC1 
VDOC1 

+0.025 
V 

VDOC2 放电过电流检测电压 2 － 0.4 0.5 0.6 V 

VSHORT 负载短路检测电压 参考准位: VC1 -1.5 -1.2 -0.9 V 

检测延迟时间 

tOV 过充电检测延迟时间 CCT 端子电容=0.1μF 0.5 1.0 1.5 s 

tOD 过放电检测延迟时间 CDT 端子电容=0.1μF 50 100 150 ms

tDOC1 放电过电流检测延迟时间 1 CDT 端子电容=0.1μF 5 10 15 ms

tDOC2 放电过电流检测延迟时间 2 － 0.4 1.0 1.6 ms

tSHORT 负载短路检测延迟时间 FET 门极电容=2000pF 50 300 600 μs
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(续上页)      (除特殊注明以外: Ta = 25 °C) 

符号 项目 条件 最小值 典型值 最大值 单位

输入电压电流 

IDD 工作时消耗电流 V1=V2=V3=V4=3.5V － 9 15 μA

IPDN 休眠时消耗电流 V1=V2=V3=V4=1.5V － － 0.1 μA

IVC1 VC1 端子电流 V1=V2=V3=V4=3.5V -0.3 0.5 1 μA

IVC2 VC2 端子电流 V1=V2=V3=V4=3.5V -0.3 0 0.3 μA

IVC3 VC3 端子电流 V1=V2=V3=V4=3.5V -0.3 0 0.3 μA

IVC4 VC4 端子电流 V1=V2=V3=V4=3.5V -0.3 0 0.3 μA

ICTLH CTL 端子电流“H” V1=V2=V3=V4=3.5V, VCTL=VDD － － 0.1 μA

ICTLL CTL 端子电流“L” V1=V2=V3=V4=3.5V, VCTL=VSS -0.8 － － μA

ISELH SEL 端子电流“H” V1=V2=V3=V4=3.5V, VSEL=VDD － － 0.1 μA

ISELL SEL 端子电流“L” V1=V2=V3=V4=3.5V, VSEL=VSS -0.1 － － μA

输入电压 

VDSOP VDD - VSS 间工作电压 DOP, COP 输出电压确定 4.0 － 26.0 V 

VCTLH CTL 输入电压“H” － 2.7 － － V 

VCTLL CTL 输入电压“L” － － － 1.0 V 

VSELH SEL 输入电压“H” － VDD×0.8 － － V 

VSELL SEL 输入电压“L” － － － VDD×0.2 V 

0V 电池充电功能 

V0CHA 开始向 0V 电池充电的充电器电压 0V 充电“可能” － 1.6 2.0 V 

输出电流 

ICOH COP 端子泄漏电流 VCOP=24V － － 0.1 μA

ICOL COP 端子吸收电流 VCOP=VSS+0.5V 10 － － μA

IDOH DOP 端子源极电流 VDOP=VDD-0.5V 10 － － μA

IDOL DOP 端子吸收电流 VDOP=VSS+0.5V 10 － － μA

VMP 内部电阻 

RVMD VMP–VDD 间电阻 V1=V2=V3=V4=3.5V 0.5 1.0 1.5 MΩ

RVMS VMP–VSS 间电阻 V1=V2=V3=V4=1.8V 450 900 1800 KΩ
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电气特性(continued) 
 (Ta = -40oC to 85oC) 

符号 项目 条件 最小值 典型值 最大值 单位

检测电压 

VOV 过充电检测电压 － 
VOV  

-0.050 
VOV 

VOV 
+0.050 

V 

VREL1 过充电解除电压 － 
VREL1 
-0.075 

VREL1 
VREL1 

+0.075 
V 

VOD 过放电检测电压 － 
VOD 

-0.100 
VOD 

VOD 
+0.100 

V 

VREL2 过放电解除电压 － 
VREL2 
-0.120 

VREL2 
VREL2 

+0.120 
V 

VDOC1 放电过电流检测电压 1 － 
VDOC1 
-0.035 

VDOC1 
VDOC1 

+0.035 
V 

VDOC2 放电过电流检测电压 2 － 0.35 0.50 0.65 V 

VSHORT 负载短路检测电压 参考准位: VC1 -1.9 -1.2 -0.5 V 

检测延迟时间 

tOV 过充电检测延迟时间 CCT 端子电容=0.1μF 0.15 1.0 2.0 s 

tOD 过放电检测延迟时间 CDT 端子电容=0.1μF 15 100 200 ms

tDOC1 放电过电流检测延迟时间 1 CDT 端子电容=0.1μF 1.5 10 20 ms

tDOC2 放电过电流检测延迟时间 2 － 0.1 1.0 2.0 ms

tSHORT 负载短路检测延迟时间 FET 门极电容=2000pF 5 300 800 μs

输入电压电流 

IDD 工作时消耗电流 V1=V2=V3=V4=3.5V － 9 20 μA

IPDN 休眠时消耗电流 V1=V2=V3=V4=1.5V － － 0.15 μA

IVC1 VC1 端子电流 V1=V2=V3=V4=3.5V -0.45 0.5 1.5 μA

IVC2 VC2 端子电流 V1=V2=V3=V4=3.5V -0.45 0 0.45 μA

IVC3 VC3 端子电流 V1=V2=V3=V4=3.5V -0.45 0 0.45 μA

IVC4 VC4 端子电流 V1=V2=V3=V4=3.5V -0.45 0 0.45 μA

ICTLH CTL 端子电流“H” V1=V2=V3=V4=3.5V, VCTL=VDD － － 0.15 μA

ICTLL CTL 端子电流“L” V1=V2=V3=V4=3.5V, VCTL=VSS -1.2 － － μA

ISELH SEL 端子电流“H” V1=V2=V3=V4=3.5V, VSEL=VDD － － 0.15 μA

ISELL SEL 端子电流“L” V1=V2=V3=V4=3.5V, VSEL=VSS -0.15 － － μA

输入电压 

VDSOP VDD - VSS 间工作电压 DOP, COP 输出电压固定 4.0 － 26.0 V 

VCTLH CTL 输入电压“H” － 2.7 － － V 

VCTLL CTL 输入电压“L” － － － 1.0 V 

VSELH SEL 输入电压“H” － VDD×0.8 － － V 

VSELL SEL 输入电压“L” － － － VDD×0.2 V 
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(续上页)            (Ta = -40oC to 85 oC) 

符号 项目 条件 最小值 典型值 最大值 单位

0V 电池充电功能 

V0CHA 开始向 0V 电池充电的充电器电压 0V 充电“可能” － 1.6 2.5 V 

输出电流 

ICOH COP 端子泄漏电流 VCOP=24V － － 0.15 μA

ICOL COP 端子吸收电流 VCOP=VSS+0.5V 15 － － μA

IDOH DOP 端子源极电流 VDOP=VDD-0.5V 15 － － μA

IDOL DOP 端子吸收电流 VDOP=VSS+0.5V 15 － － μA

VMP 内部电阻 

RVMD VMP–VDD 间电阻 V1=V2=V3=V4=3.5V 0.33 1.0 2.2 MΩ

RVMS VMP–VSS 间电阻 V1=V2=V3=V4=1.8V 300 900 2000 KΩ

*:并未在高温及低温条件下进行筛选，只保证此温度范围下的设计规格
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测定电路 

(1) 正常状态与省电状态消耗电流 (测定电路1) 
1) 设置V1=V2=V3=V4=3.5V，S1=ON，S2=OFF，使NT1775系列进入正常状态。 
2) 量测VSS端子上的电流即为工作时消耗电流(IDD)。 
3) 设置V1=V2=V3=V4=1.5V，S1=OFF，S2=ON，使NT1775系列进入休眠状态。 
4) 量测VSS端子上的电流即为休眠时消耗电流(IPDN)。 
 

(2) 过充电检测与解除电压 (测定电路2) 
1) 设置V1=V2=V3=V4=3.5V，VVMP=VSEL=VDD，VVINI=VCTL=0V，S1=OFF，使NT1775系列进入正常状态。 
2) 从初始状态开始缓慢提升V1的电压，当COP端子的电压由”L”变为“H”时之V1电压即为过充电检测电压 

(VOV)。 
3) 接着缓慢降低V1的电压，当COP端子的电压由”H”变为“L”时之V1电压即为过充电解除电压 (VREL1)。 
4) 若使Vn (n = 2 ~ 4)的电压产生变化，也与n=1的情况相同可以计算出过充电检测与解除电压。 

 
(3) 过放电检测与解除电压 (测定电路2) 

1) 设置V1=V2=V3=V4=3.5V，VVMP=VSEL=VDD，VVINI=VCTL=0V，S1=OFF，使NT1775系列进入正常状态。 
2) 从初始状态开始缓慢降低V1的电压，当DOP端子的电压由”L”变为“H”时之V1电压即为过放电检测电压(VOD)。 
3) 接着缓慢提升V1的电压，当DOP端子的电压由”H”变为“L”时之V1电压即为过放电解除电压(VREL2) 。 
4) 若使Vn (n = 2 ~ 4)的电压产生变化，也与n=1的情况相同可以计算出过放电检测与解除电压。 
 

(4) 放电过电流检测电压1 (测定电路2) 
1) 设置V1=V2=V3=V4=3.5V，VVMP=VSEL=VDD，VVINI=VCTL=0V，S1=OFF，使NT1775系列进入正常状态。 
2) 从初始状态开始缓慢提升VINI端子的电压，当COP端子与DOP端子的电压由”L”变为“H”时之VVINI电压即为放

电过电流检测电压1(VDOC1)。 
 

(5) 放电过电流检测电压2 (测定电路2) 
1) 设置V1=V2=V3=V4=3.5V，VVMP=VSEL=VDD，VVINI=VCTL=0V，S1=ON，使NT1775系列进入正常状态。 
2) 从初始状态开始缓慢提升VINI端子的电压，当COP端子与DOP端子的电压皆由”L”变为“H”时之VVINI电压即为

放电过电流检测电压2(VDOC2)。 
 

(6) 负载短路检测电压 (测定电路2) 
1) 设置V1=V2=V3=V4=3.5V，VSEL=VDD，VVMP=14V，VVINI=VCTL=0V，S1=OFF，使NT1775系列进入正常状

态。 
2) 从初始状态开始缓慢的降低VVMP电压，当COP端子与DOP端子的电压皆由”L”变为“H”时之VVMP电压即为负载

短路检测电压(VSHORT)。 
 

(7) CTL输入电压 “H”与“L” (测定电路2) 
1) 设置V1=V2=V3=V4=3.5V，VVMP=VSEL=VDD，VVINI=VCTL=0V，S1=OFF，使NT1775系列进入正常状态。 
2) 从初始状态开始缓慢提升CTL端子的电压，当COP端子与DOP端子的电压由”L”变为“H”时之VCTL端子的电压

即为CTL输入电压”H”(VCTLH)。 
3) 接着缓慢降低VCTL端子的电压，当COP端子与DOP端子的电压由”H”变为“L”时之VCTL端子的电压即为CTL输

入电压”L”(VCTLL)。 
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(8) SEL输入电压“H”与“L” (测定电路2) 
1) 设置V1=V2=V3=3.5V, V4=0V，VVMP=VSEL=VDD，VVINI=VCTL=0V，S1=OFF，使NT1775系列进入正常状态。 
2) 缓慢降低VSEL端子的电压，DOP端子的电压变为“L”时VSEL端子的电压即为SEL输入L电压(VSELL)。 
3) 缓慢提升VSEL端子的电压，DOP端子的电压变为“H”时VSEL端子的电压即为SEL输入H电压(VSELH)。 
 

(9) 过充电检测与过放电检测延迟时间 (测定电路3) 
1) 设置V1=V2=V3=V4=3.5V，VVMP=VDD，VVINI=0V，使NT1775系列进入正常状态。 
2) 过充电检测延迟时间(tCU)是从初始状态开始，使V1的电压在瞬间变化从3.5V到(VOV+0.02V)之后，COP端子

的电压从“L”变为“H”为止的时间。 
3) 设置V1=V2=V3=V4=3.5V, VVMP=VDD, VVINI=0V, 使NT1775系列进入正常状态。 
4) 过放电检测延迟时间(tDL)是从初始状态开始，使V1的电压在瞬间变化从3.5V到(VOD-0.02V)之后，DOP端子

的电压从“L”变为“H”为止的时间。 
 

(10) 放电过电流检测延迟时间与负载短路检测延迟时间 (测定电路3) 
1) 设置V1=V2=V3=V4=3.5V，VVMP=VDD，VVINI=0V, 使NT1775系列进入正常状态。 
2) 过充流检测延迟时间1(tDOC1)是从初始状态开始，使VVINI的电压在瞬间变化从0V到(VDOC1+10mV)之后，COP

端子的电压从“L”变为“H”为止的时间。 
3) 设置V1=V2=V3=V4=3.5V，VVMP=VDD，VVINI=0V，使NT1775系列进入正常状态。 
4) 过充流检测延迟时间2(tDOC2)是从初始状态开始，使VVINI的电压在瞬间变化从0V到(VDOC2+0.1V)之后，COP

以及DOP端子的电压从“L”变为“H”为止的时间。 
5) 设置V1=V2=V3=V4=3.5V，VVMP=VDD，VVINI=0V，使NT1775系列进入正常状态。 
6) 负载短路检测延迟时间(tSHORT)是从初始状态开始，使VVMP端子的电压在瞬间变化为VIOV3最小值(VSHORT-0.2V)

之后，DOP端子的电压从“L”变为“H”为止的时间。 
 

(11) 内部电阻 (测定电路4) 
1) 设置V1=V2=V3=V4=3.5V，VVMP=VSEL=VDD，VCTL=0V，设置COP以及DOP端子“开路”为初始状态。 
2) 降低VVMP的电压等于0V。VMP-VDD间电阻 (RVMD)，可以从RVMD = VDD / IVMD计算出。 
1) 设置V1=V2=V3=V4=3.5V，VVMP=VSEL=VDD，VCTL=0V，设置COP以及DOP端子“开路”为初始状态。 
2) 降低V1=V2=V3=V4=1.8V。VSS-VMP间电阻 (RVMS)，可以从RVMS = VDD / IVMS计算出。 

*量测VMP端子的电流值。 
 

(12)  CTL 端子“H”, “L”电流, SEL端子“H”, “L”电流(测定电路4) 
1) 设置V1=V2=V3=V4=3.5V，VVMP=VSEL=VDD，VCTL=0V，设置COP以及DOP端子“开路”为初始状态。流经

CTL端子的电流为CTL端子电流“L” (ICTLL)，若设置VCTL = VDD时流经CTL端子的电流为CTL端子电流“H” 
(ICTLH)。 

2) 设置V1=V2=V3=V4=3.5V，VVMP=VSEL=VDD，VCTL=0V，设置COP以及DOP端子“开路”为初始状态。流经

SEL端子的电流为SEL端子电流“H” (ISELH)，若设置VSEL = 0V时流经SEL端子的电流为SEL端子电流“L” 
(ISELL)。 
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(13)  COP端子泄漏电流与吸收电流,  DOP端子泄漏电流与吸收电流 (测定电路4) 
1) 设置V1=V2=V3=V4=3.5V，VVMP=VSEL=VDD，VCTL=0V，VCOP=0.5V，DOP端子“开路”为初始状态。流经COP

端子的电流为COP端子吸收电流 (ICOL)。 
2) 设置V1=V2=V3=V4=6V，VVMP=VSEL=VCOP=VDD，VCTL=0V，DOP端子“开路”为初始状态。流经COP端子的

电流为COP端子泄漏电流 (ICOH)。 
3) 设置V1=V2=V3=V4=3.5V，VVMP=VSEL=VDD，VCTL=0V，VDOP=0.5V，COP端子“开路”为初始状态。流经DOP

端子的电流为DOP端子吸收电流(IDOL)。 
4) 设置V1=V2=V3=V4=3.5V，VSEL=VDD，VCTL=0V，VVMP=VDD-2V，VDOP=VDD-0.5V，COP端子“开路”为初

始状态。流经DOP端子的电流为DOP端子源极电流(IDOH)。 

(14)  0V电池充电功能 (测定电路5) 
1) 设置V1=V2=V3=V4=0V，从0V缓慢提升VVMP电压，当COP端子电压低于(VVMP-1V)时之VVMP电压即为开始

向0V电池充电的充电器电压(V0CHA)。 
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测定电路一 

 

 
测定电路二 

 

 
测定电路三 
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测定电路四 

 

 
测定电路五 
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工作说明 

NT1775 系列为 3、4 节串联电池，提供过充电、过放电、放电过电流、负载短路等保护功能。当电池处于充电

状态时，电流的流动是从 EB+通过电池到 EB-。如果过充电发生时，NT1775 仍然将持续侦测 VC1~VC4 端子间

的电压差。另一方面，当电池处于放电状态时，电流流动是从 EB+通过负载到 EB-。如果过放电发生时，NT1775
也会持续侦测 VC1~VC4 端子间的电压差。在放电的模式下，由于电流通过 RSENSE流入 VSS 端子，此时 VSS
端子与 EB-之间的电压为正值。在放电过电流发生时，NT1775 是由 VINI 端子侦测到正电压。此外，NT1775
也利用 VC1 端子和 VMP 端子之间的电压差来侦测短路保护。 
 

(1) 过充电状态 
1) 过充电保护 

当任何电池电压高于过充电检测电压(VOV)，且保持这种状态达到过充电检测延迟时间(tOV)，COP 端子会

由”L”变为”H”，充电控制用 MOSFET 会被关闭(turn off)而停止充电。 

2) 过充电保护解除 

当符合下列任一条件时，会自动解除过充电保护状态: 

(a) 当全部电池电压低于过充电保护(VOV)且移除充电器及连接负载(100KΩ 典型值)，NT1775 系列将会自

动解除过充电保护状态。 

(b) 当全部电池电压低于过充电保护解除(VREL1)且移除充电器，NT1775 系列将会自动解除过充电保护状

态。 

 

(2) 过放电状态 
1) 过放电保护 

当任何电池电压低于过放电检测电压(VOD)，且保持这种状态超过过充电检测延迟时间(tOD)，DOP 端子会

由”L”变为”H”， 放电控制用 MOSFET 会被关闭(turn off)而停止放电。 

2) 过放电保护解除 

当接上充电器，且每一个电池电压必须等于或高于过放电检测电压(VOD) 。 

 

(3) 休眠状态 
1) 进入休眠状态 

当过放电保护发生后 NT1775 将会进入休眠状态。此时 VMP 端子电压会被内部 RVMS电阻下拉至 VSS，内

部电路关闭，休眠状态耗电流(ISTANDBY)仅有 100nA (最大值)。 

2) 休眠状态解除 

休眠状态在充电器接上之后会解除(VMP 端子电压高于 VDD/2(典型值))。 
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(4) 过电流状态 

1) 放电过电流保护与负载短路保护 

NT1775 提供 3 种放电过电流保护功能(VDOC1、VDOC2、VSHORT)。当任何一种放电过电流发生时，COP 端

子与 DOP 端子的电压将由”L”→”H”。放电控制用 MOSFET 会被关闭(turn off)而停止放电。 

a) 当VINI端子电压状态介于VDOC1≦VVINI＜VDOC2且保持这种状态超过放电过电流检测延迟时间1 (tDOC1)，
NT1775 将会进入放电过电流检测电压 1 之保护状态。 

b) 当 VINI 端子电压状态高于 VDOC2且保持这种状态超过放电过电流检测延迟时间 2 (tDOC2)，NT1775 将会

进入放电过电流检测保护电压 2 之保护状态。 

c) 当 VMP 端子电压状态于(VVMP -VVC1) ≦VSHORT 且保持这种状态超过负载短路检测延迟时间(tSHORT)，
NT1775 将会进入负载短路检测电压之保护状态。 

在过电流状态，通过 IC 内部的 RVMD电阻 VMP 端子被上拉至 VDD。 

2) 放电过电流与负载短路保护解除 

a) 通过连接充电器或者开路负载 (15MΩ 以上)，VMP 端子和 VC1 端子之间的电压在 VSHORT 以上时，

NT1775 会自动解除放电过电流或负载短路保护状态。 

b) 若发生异常严重的短路或反向充电条件时，NT1775 有时会进入休眠模式，它可以经由充电器的重新连

接而被唤醒。 
 

(5) 0 V 电池充电功能  
NT1775 提供 0V 电池充电功能。在充电器电压比 V0CHA高的情况下，即使电池电压降低到 0V 仍然可以被充
电。 
 

(6) 延迟时间的设置 
过充电检测延迟时间 (tOV) 可以通过连接在 CCT 端子的外接电容来设置。过放电检测延迟时间(tOD) 以及过电

流检测延迟时间 1 (tDOC1) 可以通过连接在 CDT 端子的外接电容来设置。过电流检测延迟时间 2(tDOC2)以及负

载短路检测延迟时间(tSHORT)为内部固定值。 
 

         最小值  典型值   最大值 
tOV [s]  = (5.00,    10.0,    15.0) x CCCT [μF] 

tOD [s]  = (0.50,    1.00,    1.50) x CCDT [μF] 

tDOC1 [s] = (0.05,    0.10,    0.15) x CCDT [μF] 
 

注意: 上述公式不包括电容器误差。 
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(7) CTL 端子 
NT1775 系列提供 CTL 控制端子，用于控制 DOP 及 COP 端子的输出状态。此控制功能优先于其他电池保护
功能。 
 
通过 CTL 端子可设置的状态 

CTL 端子 COP 端子 DOP 端子 
High Hi-Z VDD 
Open Hi-Z VDD 
Low 通常状态* 通常状态* 

* 状态由电压检测电路来控制。 
 

(8) SEL 端子  
SEL 端子用于切换 3 节或者 4 节保护应用。当 SEL 端子接于 VSS，会禁止 VC4 端子的检测功能。 
 
通过 SEL 端子可设置的状态 

SEL 端子 状态 
High 4 节保护 
Open 未定 
Low 3 节保护 
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时序图 

(1) 过充电检测、过放电检测 
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(2) 过电流检测 
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电池保护 IC 的连接例 

 3 节串联应用 

       

 4 节串联应用 
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外接元器件参数 

外接元器件参数表 

符号 元器件 目的 建议值 最小值 

Charging FET P 沟道 MOSFET ---- ---- ---- 

Discharging FET P 沟道 MOSFET ---- ---- ---- 

RVDD 电阻 100Ω *5 51Ω 510Ω 

RVC1 电阻 100Ω 100Ω 510Ω 

RVC2 电阻 100Ω 100Ω 510Ω 

RVC3 电阻 100Ω 100Ω 510Ω 

RVC4 电阻 100Ω 100Ω 510Ω 

RCO 电阻 5.1KΩ 500Ω 10KΩ 

RDOP 电阻 5.1KΩ 2KΩ 10KΩ 

RCOP 电阻 1MΩ 0.1MΩ 1.2MΩ 

RVMP 电阻 20KΩ 10KΩ 120KΩ 

RCTL 电阻 1KΩ 1KΩ 100KΩ 

RVINI 电阻 1KΩ 1KΩ 100KΩ 

RSEL 电阻 1KΩ 1KΩ 100KΩ 

RSENSE 电阻 ---- ---- ---- 

RVSS 电阻 0Ω *5 ---- ---- 

CVC1 电容 0.1μF 0.01μF 0.1μF 

CVC2 电容 0.1μF 0.01μF 0.1μF 

CVC3 电容 0.1μF 0.01μF 0.1μF 

CVC4 电容 0.1μF 0.01μF 0.1μF 

CCCT 电容 0.1μF ---- ---- 

CCDT 电容 0.1μF ---- ---- 

CVSS 电容 2.2μF 2.2μF 10μF 

注意:  
1) 使用的 MOSFET 阈值电压低于 0.4V 的情况下，有可能导致充电电流不能切断的情况发生。 

门极和源极间耐压在充电器电压以下的情况下，FET 有可能被破坏。 
2) 请按照建议电路与建议值来做使用。 
注意: 上述参数有可能未经预告而修改。 
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各种特性数据（典型数据） 

a) 工作时消耗电流 

Current consumption vs. Temperature
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b)  检测电压 

  2.1 VOV vs. Ta                             2.2 VOD vs. Ta 

Overcharge Detection voltage vs. Temperature
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Overcharge Release voltage vs. Temperature
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  2.3 VDOC1 vs. Ta                           2.2 VDOC2 vs. Ta 

Discharge Overcurrent Detection voltage 1 vs.
Temperature
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Discharge Overcurrent Detection voltage 2 vs.
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c) 检测延迟时间 

  3.1 tOV vs. Ta                              3.2 tOD vs. Ta 

Overcharge Detection Delay Time vs.
Temperature
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  3.3 tDOC1 vs. Ta                            3.2 tDOC2 vs. Ta 

Discharge Overcurrent Detection Delay Time 1
vs. Temperature
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封装信息 

TSSOP-16L  
 

       

 

                

 

 

 

            

 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYMBOLS 
DIMENSIONS MILLIMETER (mm)

MIN. NOM. MAX. 

A － － 1.2 
A1 0.00 － 0.15 
A2 0.80 1.00 1.05 
b 0.19 － 0.30 
D 4.90 5.00 5.10 
E1 4.30 4.40 4.50 
E 6.40 BSC 
e 0.65 BSC 

L1 1.00 BSC 
L 0.45 0.60 0.75 
S 0.20 － － 
θ 0° － 8° 

NOTES:
1. JEDEC OUTLINE : 

STANDARD : M0-153 ABT REV.F 
THERMALLY ENHANCED : M0-153 ABT REV.F 

2. DIMENSION ‘D’ DOES NOT INCLUDE MOLD FLASH, 
PROTRUSIONS OR GATE BURRS. MOLD FLASH, 
PROTRUSIONS OR GATE BURRS SHALL NOT 
EXCEED 0.15 PER SIDE. 

3. DIMENSION ‘E1’ DOES NOT INCLUDE INTERLEAD 
FLASH OR PROTRUSION. INTERLEAD FALSH OR 
PROTRUSION SHALL NOT EXCEED 0.25 PER SIDE. 

4. DIMENSION ‘b’ DOES NOT INCLUDE DAMBAR 
PROTRUSION. ALLOWABLE DAMBAR PROTRUSION 
SHALL BE 0.08 MM TOTAL IN EXCESS OF THE ‘b’ 
DIMENSION AT MAXIMUM MATERIAL CONDITION. 
DAMBAR CANNOT BE LOCATED ON THE LOWER 
RADIUS OF THE FOOT. MINIMUM SPACE BETWEEN 
PROTRUSION AND ADJACENT LEAD IS 0.07 MM. 

5. DIMENSIONS ‘D’ AND ‘E1’ TO BE DETERMINED AT 
DATUM PLANE H. 
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焊盘图形建议 

TSSOP-16L 
 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

范本导则 
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卷带信息 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 
 

注意: 

1. 10 输送孔间距累计公差±0.2 毫米。 
2. 100 毫米内的弯曲角度不可超过 1 毫米。 
3. 材质：防静电黑色爱华聚苯乙烯。 
4. Ao 和 Bo 测量在平面上 0.3 毫米腔的底部的上方。 
5. Ko 从一个卷带平面测量到卷带凹槽底部。 
6. 请依输送孔为相对的位置来定位测量卷带距离，请勿使用卷带凹槽底部内的孔洞做为定位孔。 



                    NT1775 

© 新德科技有限公司, 27/27 NT1775 DS V5.11 2015/7/20 
www.neotec.com.tw 

The above information is the exclusive intellectual property of Neotec Semiconductor Ltd. and shall not be disclosed, distributed without permission from Neotec.

 

PCB 布局导则 

1. 针对四层印刷电路板，一般 VDD 和 VSS 布局都在内层。连接输入滤波电容可以有效地抑制 VDD 与 VSS 间之

噪声。 

2. 针对二层印刷电路板，输入电容器应该被连接到噪声少的平面或节点。VDD 和 VSS 之间的大容量电容应尽量

靠近 IC。 

 


